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Одним из направлений использования SiGe квантовых ям, развиваемых в последнее время, – разработка источников терагерцового излучения [2]. В экспериментах по исследованию перезарядки дискретных уровней в квантовых ямах методом зарядовой спектроскопии глубоких уровней большое влияние оказывают поверхностные состояния на гетероструктурах. Для того, чтобы уменьшить поверхностный заряд и увеличить заселенность квантовых ям может быть использован метод пассивации поверхности органическим монослоем 1-октадецена [1].
Целью данной работы является анализ влияния пассивации поверхности на процессы перезарядки в трехямных гетероструктурах Si/SiGe/Si. Структуры были выращены методом молекулярно-лучевой эпитаксии на подложке зонного Si (100) n-типа при температуре T=400˚C. Молекулярный луч Ge был произведен термическим испарением из твердого источника очищенного зонной плавкой поликристаллического Ge. Содержание германия в слое SiGe составляло 15%. Буферный, SiGe и закрывающий слои были δ-легированы бором с концентрацией (7-10)*1018см-3. Толщина буферного, SiGe и закрывающего слоев были 50, 19,5 и 60 нм, соответственно.
Для исследования процессов перезарядки использовался метод зарядовой спектроскопии глубоких уровней (Q-DLTS). В отличие от классического метода DLTS в данной методике сканирование сигнала идет по временному окну при фиксированной температуре. Спектры были получены в температурном интервале от 300 до 80 К. Также были измерены вольт-амперные и вольт-фарадные характеристики.
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	Рис.1. Спектры Q-DLTS для пассивированной и непассивированной структур.
	Рис.2. Вольт-амперная характеристика при комнатной температуре.


На рисунках показаны графики для сравнения пассивированных и непассивированных структур. Из рисунка 1 видно, что значение заряда в спектрах Q-DLTS для пассивированных структур намного больше, чем для непассивированных. Из спектров Q-DLTS построены аррениусовские зависимости, с помощью которых рассчитаны энергии активации уровней, которые связаны с квантовыми ямами. Найдено, что пассивация также влияет на вид вольт-амперных характеристик (рис.2), после пассивации ток уменьшается и обратный ток течет уже по другому механизму, что может быть связано с пассивирующим монослоем, который является диэлектриком. Построена качественная модель квантовых ям.
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